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Вступ 

Актуальність теми. Останні десятиліття розвитку фізики твердого тіла 

характеризуються тим, що основними об’єктами дослідження все частіше 

стають не масивні кристали, а напівпровідникові тонкі плівки, багатошарові 

тонкоплівкові системи, наноструктури. У таких системах істотно змінюється 

більшість електронних властивостей – виникає велике число нових, так 

званих розмірних ефектів. Сучасна фізика напівпровідників неможлива без 

розгляду впливу магнітного поля на електронні властивості напівпровідника. 

Вивчення взаємодії носіїв заряду в напівпровідниках із магнітним полем, 

починаючи з класичних гальваномагнітних явищ – ефекту Холла та 

магніторезистивного ефекту й закінчуючи квантовим ефектом Холла та 

ефектами спінзалежної рекомбінації і перенесення є важливим аспектом 

пізнання напівпровідникових матеріалів як з погляду фундаментальної 

науки, так і для їхнього практичного застосування.  

Розглядаючи напівпровідникові матеріали, варто звернути увагу на 

сполуки системи AIVBVI. Такі напівпровідникові сполуки використовуються в 

різних галузях електроніки, а саме: в сонячних батареях, спінтроніках, в 

якості джерел і детекторів середнього і далекого інфрачервоного діапазону 

оптичного спектру, для елементів пам’яті і вони є базовим матеріалом для 

створення термоелектричних перетворювачів енергії, фотоприймальних 

пристроїв. Сполуки такого типу серед усіх напівпровідникових з’єднань 

являються унікальними через ряд певних фундаментальних характеристик: 

ширина забороненої зони, висока діалектрична проникність, радіаційна 

стікість, високі значення рухливості носіїв заряду, висока іонність та ін. 

Мета роботи – роботи: ознайомитися  із застосуванням структур Ван-

дер-Пау  при  вимірюванні  параметрів  напівпровідникових  шарів  за  

допомогою  ефекту  Холу  в  технології  напівпровідникових  приладів. 

Дослідити вплив магнітного поля на електрофізичні параметри 

тонкоплівкових напівпровідникових структур, зокрема використовуючи 

ефект Холла отримати основні електрофізичні параметри напівпровідників. 
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Мета роботи полягала у розв’язанні таких наукових завдань: 

1. Дати теоретичний аналіз ефекту Холла; 

2.  Навести порівняльні характеристики експерементальних методів 

визначення постійної Холла та електрорушійної сили Холла; 

3. Провести дослідження вольт-амперних характеристик напівпровідникових 

зразків; 

4. Провести вимірювання постійної Холла та електрорушійної сили Холла 

класичним методом; 

Предметом дослідження є основні методи вимірювання ефекту Хола 

та дослідження фізичних властивостей об'ємних легованих зразків Основні 

електрофізичні параметри провідника, вплив магнітного поля на поведніку 

носіїв заряду у напівпровідниках. 

Об’єктом дослідження є застосування структур Ван-дер-Пау при 

вимірюванні параметрів  напівпровідників за допомогою ефекту Холу 

Методи дослідження: в роботі використано експериментальні 

методики: двох- та чотирьохзондовий метод визначення електропровідності, 

чотирьохзондовий метод дослідження температурної залежності 

електропровідності, метод Ван дер Пау. 
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ВИСНОВКИ 

 

Встановлено, що основними методами дослідження гальваномагнітних 

явищ є методи вимірювання ефекту Хола та дослідження фізичних 

властивостей об'ємних та плівкових та шаруватих  легованих зразків 

В роботі розглянута теорія ефекту Хола для однорідного та ізотропного 

напівпровідника. Показано можливості та переваги застосування структур 

Ван-дер-Пау  при  вимірюванні  параметрів  напівпровідникових  шарів  за  

допомогою  ефекту  Холу  в  технології  напівпровідникових  приладів  та  

інтегральних  схем;  визначити тип, концентрацію й рухливість носіїв заряду 

в напівпровідникових  зразках методом ефекту Холу.  

Показано, що виміри ефекту Хола в класично сильних магнітних полях 

дають можливість визначати фактор r; для цього беруть відношення 

постійних Хола RH, отримані для того самого зразка в слабкому й сильному 

полях. 

Були побудовані вольт-амперні характеристики контактів для 

перевірки їх на омічніть. Лінійність вольт-амперніх характеристикит усіх 

контактів показує відсутність різного роду дефектів та бар’єрів, що дало 

змогу досліджувати зразки без серйозних похибок та спотворень резульатів 

обчислення. 

Проведена порівняльна характеристика методів вимірювання 

електрорушійної сили Холла в напівпровідникових тонких плівках. 

Показано, що класичний метод є найбіль оптимальнішим та достовірнішим 

методом визначення е.р.с. Холла. 

Отримано значення постійних Холла та е.р.с. Холла для 

тонкоплівкових напівпровідникових структур різної товщини 

Квантовий ефект Холла важливий як для підвищення точності 

визначення фундаментальних постійних, так і для перевірки і уточнення 

великого числа фундаментальних теорій і експериментів. 
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